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c # m m> z~ &. m m & ] ' 

*#««&#lffl^--«t#-?-&A***fc«&f* (ion 
sensitive field effect transistor » I SFET ) A f. it # 
& ' ( non - 

single-crystal-silicon-base substrate) 4l # & 
% St t & ft A *l it # * o 

[ i f t f ] 

• -f" % A • * A A % ^ * a a 9 II ft * £ <L 4b 3# St € a a a It 

(metal oxide semiconductor field effect 
transistor • MO SFET ) 0f & ft. flo & » £ 4r ^ 4b J# St t a a a 
tt ^ I§1 ^ A & ' £r #L 4b ^ A f: a B a It ^ M % <k M ffi & ' 

& A ^ t a a a It * * * *fr ^ fa. $l - ^^Aia^A^iiit^ 

* * ft * ' #^i.*f^at^^a^f^f B B a ^^t^ 
a # 4a & ^ # -14 ' «. # «* & m % st m a a a it a a * & tb w 

# ft it i7 • 

#J -§'] © BI 0 llllt ' * -f- A A ^ St % a a a It 1 0 0 & # * a a a 

& (monocrystalline silicon substrate ) 102 » : A 
& (source) 104 - (drain) 106 - — & 4b # % 
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i - ftWiSLW (2) 

(silicon dioxide layer) 108 - % — 4t M (metal 
electrode) 110a - % tell Ob * 4$ « 4t 

( pass i vat i on layer ) 112 A m $ M W 1 1 3 • # B B a ^ 
&&102*fe#*P£ (P-) . fl&^.ft^**Ll02**4t*l 
iS102a ° ^^^m*t^ta s B ^100^^it^^ioT • £ 

102a # fi # m to #t * a B a ^ & &102 t 60 # * ' 
RMif #»N^ (N+) ^^^104^^^106^^.^^- B a a 
& & 1 0 2 t • & t ' **104A«.«1064lJ?-^^^^# 
B s a ^ & & 1 0 2 # A ' flo*^104AaL*1064LW6*i^^4L 
f-a a 9^*^102^^^-^^itit^l07 • J. ?I £ i& if & 
107*t^ii^fejLfirl0 2a • *t*b > — & >fb # ,# 1 0 8 4& ^ /fc ^ 
*.^JL®102a_L ' jiJlr#$-#j^?l (contact hole) 
109aA#~«*ML109b- *t Hf . #-&*ML109ail£— & 
* ?l 1 0 9b 4* ^ »l & % ^ ft 4^ ft ^ 1 04 JSL >$L & 1 06 ^ £ ® - 
$ - £ 4 € 1 1 0 a # — 4t M t & 1 1 0 b #, # & £ - 
3§ ?l 1 0 9 a $ — & «*L109b&ft;tS104&ai;tel06 1 t'|±i£ 

^ — *. 4b & % 1 0 8 • 3 *b • ^ f ^ 1 1 2 #. ^ ^ ^ ^ ft ^ 
108^Jl . Ifll-^lf^llOall^lrlffe 
110b • «*^112**-Moll4 ' ffla^S^^ititH 
1 0 7 _L 3" 4l - a 4b ^ 41 1 0 8 • HfHil Wftll3^ S&f ^ M 
oll4 + -*L—*L4b#4H08Ji ' « « * *J & to Ifc m cr 1 1 4 t 

^ # *| # £ = 




i » &wnw (3) 

#^-&,!6^$fc«&ftlOQ4LMnll4ti$ • *» * 2 @ /Sf * ■ 
*^-*J*fflftll3Jl**j« *] # *J **202 t ift* ^ • ft # 
HI -f A W m 1 1 3 J. ± ft fir t <st ft lb • itb af ' $fc & - 
ft & t £V ds ^ tel 06 A ft &104 4^ Pal # # # T ' % - i£ 
/I € m 1 0 9 a Sl % ~ & M % 1 0 9b ^ ® m it % % I ds * ° 

ma • t # *J ^.202 ^ i% m 5. « « ' i f i I si« 

1 1 3 m JL 4. 4L ft t 4ft. ft 4b ^ A • *B M & ' Sft «. ft 1 0 4 A 
%L & 1 0 6 tfy % I d s 4iL « A ' H itb a # # »J >& 2 0 2 t ^ 

m m * m & & • 

* ^ ft * 1 0 4 A & 1 0 6 £* & 

1 02 4. Pal Jbpn # ^ ft (pn juction ) > HI t 1 i i f ^ 
H ' ft^A**-^4l«ttll0aA*^-A"4l«*110bi9r« 

£ . J. * * * * ft ft » ft 20 2 f 4l ft * ? ft & 0 5 * ' ^F- 
a B a # A 1 0 2 ^ A ft t f? # • • 

St 1 B a a It a m 14 3T * '*#Jfl#***&fc#4k*L ( non - 
single-crystal-silicon-base substrate) #j fx tf » ""T 
a m & # -t ® ft * & ». 4fc Jp- B a B # & fe 4L Pal 60 pn & & fir 
ffij 1 i ^ i f t t • J- # * * bb A b 0 b 

^*.*i^«^ftit ' • 
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i - ®*nttw (4) 

& & # 3. & a % # & > £ & ^ $ > m ft * ft * « ^ 

J| * * - « ft - £ — € ft * «t* ' £ A 

# £ # ^ # ^ # # a a a $ # & ft Jl ' % ft A 31 ft # ft /£ ^ 
£ a a a % t ' J- * ft A ft Fb^ #J £ a a a % & - ft £ it at 

& • m & Jk & ft & £ bb & m -t ' & &%%-&mii8L% 

# — & j$ *L * * ft A >&. ft 1 '14 it & ' «t*J|fc*l*j&;Jfr«#. 
^ Jl ' iLH&HS-tftJLg — fcft • # * * * # - M 

M ft % Kf^Mot^€tH • 

It 4l * it 2r & • ir & • n # - # # J* 8 a a A V * «l • * * ' 

^ J& - £ a a a ^ >f ^ # & £ MHfel 1 & 4k ' fl2 & - * 
ft JL - V8L ft ^ £ a a a M t > % ft it ft ^ M #f # a 0 a ^| ^ 

- ft £ it it ft • # £ ' *&j&--*:*r*--#**LJL$-ft* 

?L ^ % * £ 3fr £ B 0 a yf Ji ' ^—#«^LA^^^«?L#^ 
*J4t»*P^^*ftAj5SLft • £M1 ' *tf & 9 - € ft JL * € 
ft' * - « ft * — «ft#^*iit**-#«^LA* — & 
«^L**ftA«.ft«'l±it*-** ■ ^A-**-M'o4l 
^ i% % K « 8 JL ' a t i US - f tt A - t ft ' Ma 

# *. ft ft £ it it & -L IT ^ «p ^ *& ML ft 60 * fi> » *H ^ ' ft 
/fc-lfc^&jfcMft^Ma t ^ «, *. >t Ji ° 

* t ' * * «r a S a ^> JSP * A aft * & 4& * ft # * «L * Ift 
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* & • 

f: ^ ^ ^ 



^ ^ ^ JR. 4b ^ 

& ' J. 4* m >t 



• tfb ft ' £ - « *fe & # ^ 



tH ^ 
•It ' T X # 



*/3 *l _l & a - ft wl * ft * s & £ m m % 
-«tft ' J£ » ^ m «■ m & » ^ # «, 



[ * ^ >r ^ ] 

* # w ft m n. % t - m -f & a *t & € a B B *t ( i on 

sensitive field effect transistor • ISFET ) fi i£ >$r 
^ ' & #ffl#-¥.&a£^4l.#i (non - single-crystal- 
si 1 icon-base substrate ) #j ik. 1 t » T a # * ft ft J: 1 » 
« & & & B a a ^ & ^ ft pn & ^ ® rffj J. £ #j « -f >ft % 

£ - JL # f. 4* a a B # & ft * tb f. a a a ^ & & ft ft 

£ > ^ J-X 4> # /fc 4^ <• 

^ Jtft % 3 ffl » * «fr ^ 75 4fc bs & &W3L$Liktfc iH 

m * a m m #l t a B a it #j © m • ^ jm a t • *& & & *t 

& € Ja 41 3 0 0 & # B B a % & 3 0 2 * £ a a a & % 3 0 3 > 

SH£3 0 4 - «. ^3 0 6 - ML £ 30 8 - $ - € *£310a - $ ~ t 
3 1 0 b - 1£ # 3 1 2 A » A A ffl 3 1 3 ° f & ^ jf 3 0 3 i% 
ft & # * *k B a a % & 3 0 2 _L • ft & 3 0 4 & 3 0 6 % ft 

& Ifc £ B a a *? % 3 0 3 t ' J- % 3 0 4 A v8l m 3 0 6 ^ ffl 60 ^ a a a *P 
Jli 3 0 3 #, # ^ - 11 ^ if it IE 3 0 7 • «& ML >f 3 0 8 #, ft & ^ ^ a a a 
^ ># 30 3 Ji ' il*^^-#^?b309a^^-#j^^L309b ■ 




i » (6) 

% - ««310a&# — t&310b#3-#]|| * « - & « 
309a JBl % — # 49 ?L309b & ft &304 JBl t8l &306 « 4± i£ « • JL 

«*4J312^^A#MftMt^308^LJi • Jtftjt*-«*310a 
>S.^^€^310b •■^«t^312**-M o314 » M| o 3 1 4 ffl 
«4k»ffi^ili3t&307Ji^r^«P^4L<ft4*.>t308 • 
Wtt313-fti&JL^Wo314t^<&Mt4J308Ji • ffl « I ^11 

o3i4 t i# m, m m * * a • 

tt f& % 4 A ~ 4D M ' **fr7F^^.^^#^4L*l#1f «fe 

^ -f" A m *% #L % a B a ft & it 3" * &) A & &\ ® B] - 1T 

& ' £ #4A ffl t . & 4* - # * a a a % & fe3 02 • it ^ & 
- £ a B a # ># 3 0 3 ^ # # 4* B a a ^ & 3 0 2 Jl - « £ > )t * > 
a a a^^3034LJL© . a^^^-^^##^404a>a^ — ^ 
£##l&406a • it*f^-^^#^^404a>SL^ — ^ £ # & 
£ 4 0 6 a it # # & ' U n Jfe ^ & * & 3 0 4 A & 3 0 6 ifr £ B a a 

# 3 0 3 t ' J- ft 3 0 4 & >&. 3 0 6 4l ft #j £ a a a # Jf 3 0 3 & - 
fg^itit(a307 > io^4BSim^ • £4B K + » £ ^ /& - 

* # $-&^?l309a,5L3l — & J^?l309b3L.«&4£,§308;5fr £ 
B a a^f 303 ± • % - # ?L3 09a JBl % ~ & m ?L30 9b & »\ 
4k3t«P^4Lft^304A«.^306 • 

& % ' ^^t.^-f:^310aJL^-t^310b > % - % 
310 a ^ £ - % *&31 Ob & ^ m H * ^-#j^?L309a^^^^ 
«?L309b^ft«304Aja.*306 €tti%# ■ J-#-f;&310a 
A 9 — f ^310b #. H Jt £p ^ 4l « & 3 0 8 - ^>$4C|^r 
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€ a B a 3t30 0 « 

*K & & &&ft*.#TttWlfr*#^4L&4lrJi*^lfc-fc. 

Jtt ' #J • # * * a B a ^ & fe30 2 & & 3ft & & - ' * «J * & 
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* * tUMMHfeffl 

1. — ^H^^f-^^^St^aaft (ion sensitive fiel 
effect transistor • ISFET ) » & & : 

- # * J* BE3 & & ; 

- £ & # * ' sb & ^ & Ji ; 

- j& ft & - ft ' ^ # ^ ta £ a a a ^ £ t • j. « * ft 

& ft Pal #) t£ £ a a a # £ & - ft £ if if H ; 

- <6^^ ' # ^ & ft £ a a a # £ -t ' jl * * - * - # 

-^-tftA-^^€ft v-aa^jw 

?LAtt*— «/W?L^«i*ftA«aift«*ti|.* ; 

- # * * ' &%>&tfrmm.!4i%3LX ' it « 3t « * - « 

ftA«3P— «ft»«^tt^** — Mo • t W o if a 4 $ 

- * ^ A A M ft ' # s& 1 ^ m o t ^ t£ « .«£ £ _L • 

2 . *» t tf -t- #•] ft ffl * i ^ m ^ € aa n ' * t n % n. 

Jk % *t % m m ( epoxy ) • 

3 . *» f If # *'J ft m % 1 J ft m « 4L € a a a II ' % t # * 

# a a a & ^ & s^L Jft & (glass substrate) - 

4. 4* t tt # *'J ft HQ % 1 X m it ^ « a a a ft ' * * * # f- 

& B a B & # & & m jj* * 4s. • 

5. *> t tt * #j ft n « i m m *l % b b b h > * t « # f- 

6. *» t * * *j ft a « i ^ m ^ ^ € & n ' £ t <a m. 
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